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１．概要（Summary） 

遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)系層状物質であ

る二硫化モリブデン(MoS2)は層間がファンデルワールス

力によって結合しているため、劈開によって容易に 2次元

半導体を作り出すことができる。MoS2 のダングリングを持

たないファンデルワールス表面[1]と金属との接合は従来

の半導体と金属との接合とは異なっており、精力的に研

究が行われている。我々は、多層 MoS2 を使用し MoS2

電気二重層トランジスタ(EDLT)構造中の Ti/ MoS2接合

における界面状態の及び界面抵抗の詳細を研究してい

る。使用した多層MoS2の層数を特定するために、NIMS

微細加工プラットフォームの原子間力顕微鏡を使用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  原子間力顕微鏡 

【実験方法】 

スコッチテープ法により劈開した MoS2小片を Si 基板

上に転写した。一つの小片中に複数の層数を含むもの

を選び、これを原子間力顕微鏡で観察し、層数を特定し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

劈開後のMoS2小片を Fig. 1 に示す。このMoS2小

片は様々な層数のものを含んでおり、層数によって色が

異なって見える。Fig. 2 より、Fig. 1の各点における厚さ

がわかった。我々がデバイスに使用したMoS2は点 E程

度の色であった。MoS2一層の厚さは約 0.7 nmであるの

で、点 E の薄い緑色の MoS2は約 30 層程度であること

がわかった。今回得られた厚さと色との対応関係を踏ま

え、今後のデバイス作製に生かしていきたい。 
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Fig. 1 Picture and AFM images of MoS2 flake 

Fig. 2 Thickness of MoS2 
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